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(57)【要約】
【課題】対向基板側にブラックマトリクスを設けないノ
ーマリブラックモードのアクティブマトリクス型液晶表
示装置において、表示領域周辺の額縁部で光抜けが発生
する。
【解決手段】表示領域周囲の額縁部において、アクティ
ブマトリクス基板上の近接する異電位の不透明電極同士
の間隙を、その上層に配置した定電位透明電極８により
覆う。その際、異電位の不透明電極間を覆う定電位透明
電極８のエッジを、不透明電極上に配置し、定電位透明
電極８と不透明電極とを１μｍ以上（好ましくは２μｍ
以上）オーバーラップさせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブマトリクス基板と対向基板とを有し、前記対向基板にブラックマトリクスを
設けないノーマリブラックモードのアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記アクティブマトリクス基板の表示領域周囲の額縁部における、近接する異電位の不
透明電極の間隙が、その上層に配置された一定電位の透明電極により覆われていることを
特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記一定電位の透明電極のエッジの一部が、前記異電位の不透明電極上に配置されてい
ることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項２記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記一定電位の透明電極と前記異電位の不透明電極とが、少なくとも１μｍオーバーラ
ップしていることを特徴するアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　走査線を引き出す側の前記額縁部では、
　前記走査線は、信号線を形成する金属からなる不透明電極に接続され、
　前記不透明電極は、前記走査線の延伸方向に略直交する方向に延在し、かつ、接続され
た前記走査線に隣接する走査線の一方とオーバーラップしており、
　前記一定電位の透明電極のエッジの一部が、前記不透明電極上に配置されていることを
特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記一定電位の透明電極のエッジの一部が、前記アクティブマトリクス基板側又は前記
対向基板側に配置される偏光板のエッジよりも外側に配置されることを特徴とするアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記一定電位の透明電極のエッジの一部が、前記アクティブマトリクス基板と前記対向
基板との間に挟持される液晶を封止するシールよりも外側に配置されることを特徴とする
アクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記額縁部に保護トランジスタを備え、
　前記一定電位の透明電極は、前記保護トランジスタのチャネル部とオーバーラップしな
いようにくり抜かれた穴部を備え、
　前記穴部のエッジは、前記保護トランジスタのゲート電極とオーバーラップするように
配置されることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一に記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置において、
　前記アクティブマトリクス基板と前記対向基板との間に垂直配向の液晶が挟持され、
　前記対向基板側に、前記アクティブマトリクス基板の前記一定電位の透明電極と同電位
の透明電極が配置されることを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス型液晶表示装置に関し、特に、対向基板にブラックマ
トリクスを設けない構造のアクティブマトリクス型液晶表示装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス型液晶表示装置は、一方の基板に複数の走査線及び複数の信号線
が配置され、その走査線と信号線の交差部に表示画素が各々配置される。これらの各表示
画素はスイッチング素子を備えており、液晶に独立した電位を与えることが可能である。
また、各表示画素を含む表示領域の周囲には表示画素を含まない周辺領域（額縁部）があ
り、対向基板には額縁部におけるバックライト光の透過（光漏れ）を防止するためにブラ
ックマトリクスを設けている。
【０００３】
　上記液晶表示装置の製造コストを低減するためには、対向基板側のブラックマトリクス
を削減することが有効であり、その場合は、額縁部に色層の積層パタンを設けることによ
り遮光層として機能させている。しかしながら、色層を積層して形成した遮光層は、光の
遮光能力が十分ではないため、ＴＮ（Twisted Nematic）方式のようなノーマリホワイト
モードの液晶表示装置の場合は、額縁部に色づきが生じて十分な表示品位が得られないと
いう問題がある。
【０００４】
　この問題に対して、下記特許文献１では、図１５に示すように、周辺領域（額縁部）に
配置される走査線又は信号線（図では信号線）間を、不透明電極１６からなる遮光層で覆
う構造の液晶表示装置を開示している。また、下記特許文献２では、液晶パネルの高透過
率化や表示面の光反射低減を目的として、不透明電極１６の上層に透明電極を配置した構
造の液晶表示装置を開示している。
【０００５】
【特許文献１】特許第３３２７５０８号
【特許文献２】特開平９－７３１０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、広視野角表示として開発が進められているＩＰＳ（In-Plane Switching）方式の
ようなノーマリブラックモードの液晶表示装置の場合には、配線間に電界が形成されない
領域では、遮光層が存在しなくても黒が表示されるため、色層を積層して作成した遮光層
でも十分な表示品位を保つことができる。しかしながら、異なる電位を有する２種類の配
線を交差させる必要があるような箇所では、配線間に電界が生じてしまい、この部分のみ
光が透過し、額縁部に特定パタンの光漏れが生じてしまうという不具合が発生する。
【０００７】
　このような異なる電位の配線が交差する構造は、スイッチング素子の静電破壊を防止す
るために、周辺領域（額縁部）に保護トランジスタを配置したり、配線を引き回す際には
必ず生じてしまう。
【０００８】
　例えば、図１６に示すように、表示領域周囲の額縁部において、走査線２が多数配列さ
れている部分の上に共通電極３を引き回す場合には、走査線２と共通電極３との交差部分
において、図１６の矢印で示すような強電界が生じる。この強電界は、図１６のＦ－Ｆ’
における断面構造を表す図１７に示すように、液晶層１０に浸入するため、液晶が回転し
て光漏れを起こしてしまう。
【０００９】
　この光漏れに対して、特許文献１（図１５）のように、不透明電極１６からなる遮光層
を配置することも可能であるが、この交差部では元々、配線が２層に重なっているため、
２層の配線以外に新たに不透明電極１６からなる遮光層を追加しなければならず、製造工
程の増加を招いてしまう。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、表示領域周
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囲の額縁部における光漏れを低減することができるアクティブマトリクス型液晶表示装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明は、アクティブマトリクス基板と対向基板とを有し、
前記対向基板にブラックマトリクスを設けないノーマリブラックモードのアクティブマト
リクス型液晶表示装置において、前記アクティブマトリクス基板の表示領域周囲の額縁部
における、近接する異電位の不透明電極の間隙が、その上層に配置された一定電位の透明
電極により覆われているものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のノーマリブラックモードのアクティブマトリクス型液晶表示装置によれば、表
示領域周囲の額縁部における光漏れを低減することができる。その理由は、額縁部におい
て、近接する異電位の不透明電極同士の間隙を、その上層に配置した定電位透明電極によ
って覆うことにより、不透明電極間に生じる電界を遮断し、意図しない液晶の回転を防止
することができるからである。
【００１３】
　そして、上記効果により、対向基板にブラックマトリクス等の遮光層を設ける必要がな
くなり、製造コストを削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、その好ましい一実施の形態において、対向基板側にブラックマトリクスを設
けないノーマリブラックモードのアクティブマトリクス型液晶表示装置に、以下の構造を
設ける。
【００１５】
　表示領域周辺の額縁部において、アクティブマトリクス基板上の近接する異電位の不透
明電極の間隙を、その上層に配置した定電位透明電極により覆う。
【００１６】
　その際、異電位の不透明電極間を覆う定電位透明電極のエッジを、不透明電極上に配置
し、定電位透明電極と不透明電極とを１μｍ以上（好ましくは２μｍ以上）オーバーラッ
プさせる。
【００１７】
　また、走査線を引き出す側の額縁部において、走査線が、信号線を形成する金属からな
る不透明金属層に接続されており、この不透明金属層が、走査線の延伸する方向に略直交
する方向に延在し、かつ、接続された走査線に隣接する走査線の一方とオーバーラップし
ている構造に対して、異電位の不透明電極同士の間隙を覆うように配置された定電位透明
電極のエッジの一部を、前記不透明金属層上に配置する。
【００１８】
　なお、本発明は対向基板側にブラックマトリクスのない、ノーマリブラックモードから
なる液晶表示装置に全般に適用可能な技術であり、特に、広視野角液晶モードであるＩＰ
Ｓ方式や、ＶＡ（Vertical Alignment）方式に適用することで、高い性能を有する液晶表
示装置を低コストで提供することが可能になる。
【実施例１】
【００１９】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施例
に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図１乃至図７を参照して説明する
。図１は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の表示領域周囲の額縁部にお
ける、信号線に接続する保護トランジスタ近傍の構造を示す平面図であり、図２は、図１
のＡ－Ａ’における構造を示す断面図である。また、図３は、額縁部に配置される保護ト
ランジスタの詳細構造を示す平面図であり、図４及び図５は、各々、図３のＢ－Ｂ’、Ｃ
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－Ｃ’における構造を示す断面図である。また、図６は、額縁部の他の構造を示す平面図
であり、図７は、保護トランジスタ近傍及び配線交差部に生じる電界を説明するための平
面図である。
【００２０】
　アクティブマトリクス型液晶表示装置は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）等のスイッ
チング素子を備える表示画素がマトリクス状に配置された一方の基板（アクティブマトリ
クス基板）と、表示画素に対応して各種色層が配置される他方の基板（対向基板）と、両
基板間に挟持される液晶と、両基板を接合し液晶を封止するシールとを有する。また、ア
クティブマトリクス基板には、金属等からなる走査線（ゲート線と同義）及び信号線（デ
ータ線と同義）が形成され、これらは表示画素を有する表示領域周囲の領域（以下、額縁
部と呼ぶ。）に引き延ばされ、額縁部の周縁に設けた端子電極に接続されている。また、
走査線及び信号線の上層には、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等からなる透明電極が形成さ
れている。
【００２１】
　ここで、ノーマリブラックモードの液晶表示装置では、額縁部の液晶に電界が印加され
なければ、対向基板側にブラックマトリクスを設けない構造であっても十分な表示品位を
保つことができる。しかしながら、アクティブマトリクス基板の額縁部に設けた保護トラ
ンジスタ近傍や異電位の配線が交差する部分で強電界が発生すると、液晶の配向方向が乱
れ、バックライト光が透過して額縁部に光漏れが生じ、十分な表示品位が得られない。こ
の問題に対して、特許文献１のような遮光層を配置すると、上記走査線及び信号線とは別
に新たな遮光層を形成するための工数が発生し、製造コストが増加してしまう。
【００２２】
　そこで、本実施例では、ノーマリブラックモードの液晶表示装置において、アクティブ
マトリクス基板の額縁部を新たな遮光層で覆って遮光するのではなく、アクティブマトリ
クス基板の上層に形成される透明電極を利用して、額縁部の保護トランジスタ近傍や配線
交差部における強電界を遮断する方法を提案する。以下、図面を参照して具体的に説明す
る。
【００２３】
　図１は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部のうち、信号配線に
接続される保護トランジスタ近傍の構造を示している。図１に示すように、図の下方から
左斜め上方に伸びる信号線５は、各々２つの保護トランジスタ７に接続されている。
【００２４】
　この保護トランジスタ７は、液晶パネルの製造工程において、信号線５に静電気が発生
した場合に、保護トランジスタ７を介して電荷を逃がすことにより、絶縁破壊等による不
具合を防止するために設けられるものであり、一方の保護トランジスタ７（本図では下側
の保護トランジスタ７）は、ゲート電極及びソース電極が信号線５に、ドレイン電極が共
通電極３に接続されており、他方の保護トランジスタ７（本図では上側の保護トランジス
タ７）は、ゲート電極及びドレイン電極が共通電極３に、ソース電極が信号線５に接続さ
れている。また、この保護トランジスタ７の上には、対向基板との間に液晶が保持されて
いる。
【００２５】
　ここで、信号線５と共通電極３とは異なる電位をとるため、図７に示すように、保護ト
ランジスタ７のソース電極ないしドレイン電極とゲート電極との間には横方向の強電界が
生じる。また、信号線５と共通電極３との間にも横方向の強電界が生じる。液晶表示をド
ット反転駆動で行う場合には、通常、隣接する信号線５に正負の異なる電位が与えられて
いるため、隣接する信号線５の間にも横方向の強電界が生じる。そして、この強電界によ
って、金属等で形成された上記配線や電極など（以下、これらを総称して不透明電極と呼
ぶ。）がない部分で光漏れが生じる。
【００２６】
　そこで、本実施例では、近接する異電位の不透明電極の間隙を、共通電位に固定された
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透明電極（以下、定電位透明電極８と呼ぶ。）で覆うようにする。
【００２７】
　この構造により、保護トランジスタ７近接及び配線交差部において発生する強電界は定
電位透明電極８により遮蔽され、液晶層に侵入することがない。従って、偏光板と液晶層
との関係で黒状態が維持されるため、額縁部で光漏れが生じることがなく、高い表示品位
を維持することができる。
【００２８】
　以上が本実施例の基本的な構造であるが、上記定電位透明電極８を配置することにより
、定電位透明電極８のエッジと不透明電極との間に電界（フリンジ電界）が発生する。そ
こで、本実施例では、このフリンジ電界による影響を防止するために、定電位透明電極８
を以下のように配置している。
【００２９】
　まず、定電位透明電極８のエッジを、下層の不透明電極（ここでは信号線５）とオーバ
ーラップするように配置している。これにより、図２に示すように、定電位透明電極８の
エッジで発生するフリンジ電界によって液晶１０が回転しても、その部分のバックライト
光は不透明電極により遮光されるため、光漏れを防止することができる。
【００３０】
　また、保護トランジスタ７の詳細構造を示す図３、そのＢ－Ｂ’断面を示す図４、及び
、そのＣ－Ｃ’断面を示す図５のように、保護トランジスタ７のチャネル部７ａにおいて
、定電位透明電極８に穴部８ａを設け、穴部８ａのエッジを不透明電極にオーバーラップ
するように配置している。これにより、定電位透明電極８のエッジで発生するフリンジ電
界によって液晶の回転が生じても、その部分のバックライト光は不透明電極により遮光さ
れるため、光漏れを防止することができる。また、保護トランジスタ７のチャネル部７ａ
の定電位透明電極８に穴部８ａを設けることにより、トランジスタのＯＦＦ特性を向上さ
せることができ、保護トランジスタ７を介して生ずるリーク電流に伴う消費電流の増大を
防止することもできる。
【００３１】
　具体的なオーバーラップ量として、本実施例では、定電位透明電極８のエッジが不透明
電極に２μｍ重なるように配置した。これにより、定電位透明電極８のエッジで生ずるフ
リンジ電界に伴う液晶の回転に起因した光漏れを十分抑制できることを確認している。ま
た、実験的には、１μｍ以上オーバーラップしていれば、光漏れを有効に抑制できること
も確認している。
【００３２】
　なお、上記定電位透明電極８のエッジとオーバーラップする不透明電極は、設計的に可
能であればどの層でもよく、例えば、信号線５を保護トランジスタ７のゲートに接続する
ために設けた穴部に関しては、そのエッジは、図１、２のように下層の不透明電極（例え
ば、信号線５に接続される走査線２と同層の金属層）にオーバーラップさせてもよいし、
図６のように上層の不透明電極（例えば、信号線５）にオーバーラップさせてもよい。
【００３３】
　このように、本実施例では、額縁部の保護トランジスタ７近傍及び配線交差部の光漏れ
を低減することができるため、対向基板にブラックマトリクス等の遮光層を設ける必要が
なくなり、透明電極を用いた高品位のアクティブマトリクス型液晶表示装置において低コ
スト化を実現できる。
【００３４】
　上記では、保護トランジスタ７近傍及び配線交差部を定電位透明電極８で覆う場合につ
いて説明したが、異電位の配線同士が３０μｍ以上離れている部分に関しては、定電位透
明電極８で覆って電界を遮蔽する必要はない。これは、以下の理由による。
【００３５】
　光漏れは黒輝度まで低減できれば目立つことはない。従って、例えば、コントラスト８
００の製品に適用する場合、白輝度の１／８００に光漏れの輝度を抑えれば充分である。
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ここで、ブラックマトリクスを設けなくても、色層を積層する技術により、透過率を１／
１００以下に抑えることができるので、白輝度の１／８の輝度を生じる程度の電界であれ
ば、遮蔽する必要がない。一例として、横電界方式で８．５μｍの櫛歯電極間隔を持ち、
白電圧５Ｖのパネルの場合、白輝度の１／８の輝度を生じる電圧は３Ｖ程度である。従っ
て、３／８．５［Ｖ／μｍ］以下の電界は遮蔽する必要がない。周辺領域でみられる異電
位電極間の電位差は最大１０Ｖ程度であるから、１０／ｘ＜３／８．５を満たす距離ｘμ
ｍだけ異電位の電極が離れていれば定電位透明電極８で覆って遮蔽する必要はない。この
不等式により、ｘ＞１０×８．５／３＝２８であるので、異電位の電極同士が３０μｍ以
上離れていればよい。実際の試作品でも、異電位の電極が３０μｍ程度離れたところでは
、定電位透明電極８のシールドがなくても光漏れは目視で確認できないレベルであること
を確認している。
【実施例２】
【００３６】
　次に、本発明の第２の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図
８及び図９を参照して説明する。図８は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装
置の表示領域周囲の額縁部における、走査線に接続する保護トランジスタ近傍の構造を示
す平面図であり、図９は、保護トランジスタ近傍及び配線交差部に生じる電界を説明する
ための平面図である。
【００３７】
　前記した第１の実施例では、額縁部のうち、信号線に接続する保護トランジスタ近傍の
構造について記載したが、走査線に接続する保護トランジスタ近傍に関しても、図９に示
すように、保護トランジスタ７のソース電極ないしドレイン電極とゲート電極との間には
横方向の強電界が生じる。また、電位の異なる配線間にも横方向の強電界が生じる。
【００３８】
　そこで、保護トランジスタ７近傍及び配線交差部で生ずる横電界をシールドするために
、図８に示すように、共通電位に固定された定電位透明電極８を配置する。その際、第１
の実施例とは多くの部分が共通するが、定電位透明電極８が配線引き出し部まで延在され
ていない点が異なっている。
【００３９】
　その理由について説明すると、隣接して配置された各走査線２において、電位はその走
査線２に沿った表示画素に信号を書き込むわずかな時間のみＯＮ電位が与えられ、表示画
素が信号電位を保持する時間にはＯＦＦ電位が与えられる。この信号の書き込み時間は保
持時間に比べて１／（走査線総数）～１／数百であるから、隣接する２本の走査線２がそ
れぞれＯＮ電位とＯＦＦ電位をもって走査線間に電界が発生する時間は、その２本の走査
線２がともにＯＦＦ電位をもって走査線間に電界が発生しない時間に比べて１／数百とわ
ずかである。従って、瞬間的に隣接する走査線間には横電界が生ずるものの、この間で液
晶は十分に回転できず、また元の等電位に復帰するため、液晶は速やかにノーマリブラッ
クの状態に復帰し、この間に生ずる光漏れは無視することができる。
【００４０】
　以上の理由により、隣接する走査線２は実質的に等価の電位を有するとみなすことがで
きるため、その上層を定電位透明電極８で覆って遮蔽する必要はない。
【００４１】
　さらに、走査線２は、保護トランジスタに接続する際に、信号線を形成する金属からな
る不透明電極にコンタクトホールを介して接続されている。この走査線電位を有する不透
明電極は、隣接する走査線部分まで延長して配置されているが、このように隣接する走査
線の電位を有する２つの不透明電極の間には、前述したように、実効的に横電界は生じな
いため、この近傍では光漏れが生じない。
【００４２】
　また、保護トランジスタ７のゲート電極とソース・ドレイン電極との間で生じる横電界
をシールドするように配置される定電位透明電極８のエッジの一部を、この走査線電位を
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有する不透明電極上に配置している。このようにすることで、走査線電位を有する不透明
電極の外側は、すべて走査線２との間で実効的に横電界を生じない領域することができる
。従って、この近傍では光漏れが生じない。
【００４３】
　このように、本実施例では、額縁部の保護トランジスタ７近傍及び配線交差部の光漏れ
を低減することができるため、対向基板にブラックマトリクス等の遮光層を設ける必要が
なくなり、透明電極を用いた高品位のアクティブマトリクス型液晶表示装置において低コ
スト化を実現できる。
【実施例３】
【００４４】
　次に、本発明の第３の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図
１０乃至図１３を参照して説明する。図１０は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶
表示装置の額縁部の構造を示す平面図であり、図１１は、そのＤ－Ｄ’における構造を示
す断面図である。また、図１２は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の額
縁部の他の構造を示す平面図であり、図１３は、そのＥ－Ｅ’における構造を示す断面図
である。
【００４５】
　前記した第１の実施例の図１において、図１０及び図１１に示すように、一定電位の定
電位透明電極８のエッジを、偏光板１４のエッジの外側まで伸ばすことができる。これに
より、周辺領域で偏光板１４の覆う部分すべてにおいて電界が遮蔽され、周辺からの光漏
れがない高品位の液晶表示装置を提供することができる。
【００４６】
　また、同様に、第１の実施例の図１において、図１２及び図１３示すように、一定電位
の定電位透明電極８のエッジを、シール１１の外側まで伸ばすことができる。これにより
、周辺領域で液晶を保持する領域すべてにおいて電界が遮蔽され、周辺からの光漏れがな
い高品位の液晶表示装置を提供することができる。
【実施例４】
【００４７】
　次に、本発明の第４の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図
１４を参照して説明する。図１４は、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の
構造を示す断面図である。
【００４８】
　前記した実施例では、本発明の構造を横電界方式の液晶表示装置に適用する場合につい
て記載したが、本発明の構造は、垂直配向でノーマリブラックの液晶表示装置に対しても
適用することができる。
【００４９】
　例えば、図１４に示すように、表示領域周囲の額縁部において、アクティブマトリクス
基板（基板１）側に定電位透明電極８を設ける共に、それと同電位の定電位透明電極９を
対向基板（基板１３）側にも設ける。これにより、周辺領域で液晶を保持する領域すべて
において電界が遮蔽され、かつ液晶層１０には電界がかからないため、垂直配向の液晶表
示装置においても、対向基板側にブラックマトリクスからなる遮光層を設けない高品位な
アクティブマトリクス型液晶表示装置を実現することができ、製造コストの低減が可能に
なる。
【００５０】
　なお、上記各実施例では、走査線２が下層側、信号線５が上層側に配置される構造に対
して説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、走査線２が上層側、信
号線５が下層側に配置される構造に対して同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明の活用例として、アクティブマトリックス液晶表示装置、同液晶表示装置を用い
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たコンピュータ用モニタ、液晶テレビ、携帯電話端末、ＧＰＳ端末、カーナビゲーション
システム、ゲーム機、銀行・コンビニ端末、医療診断装置等が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部にお
ける、信号線に接続する保護トランジスタ近傍の構造を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’における構造を示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部にお
ける、保護トランジスタの詳細構造を示す平面図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ’における構造を示す断面図である。
【図５】図３のＣ－Ｃ’における構造を示す断面図である。
【図６】発明の第１の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部の他の
構造を示す平面図である。
【図７】保護トランジスタ近傍及び配線交差部に生じる電界を説明するための平面図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部にお
ける、走査線に接続する保護トランジスタ近傍の構造を示す平面図である。
【図９】保護トランジスタ及び配線交差部に生じる電界を説明する平面図である。
【図１０】本発明の第３の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の額縁部の
構造を示す平面図である。
【図１１】図１０のＤ－Ｄ’における構造を示す断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の周縁額縁
部の構造を示す平面図である。
【図１３】図１２のＥ－Ｅ’における構造を示す断面図である。
【図１４】本発明の第４の実施例に係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の表示領域
周囲の額縁部の構造を示す断面図である。
【図１５】従来（特許文献１）の液晶表示装置の額縁部の構造を模式的に示す平面図であ
る。
【図１６】従来の液晶表示装置の額縁部の配線交差部に生じる電界を説明する平面図であ
る。
【図１７】図１６のＦ－Ｆ’における構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１　基板
　２　走査線
　３　共通電極
　４　絶縁膜
　５　信号線
　６　絶縁膜
　７　保護トランジスタ
　７ａ　チャネル部
　７ｂ　ゲート部
　８　定電位透明電極
　８ａ　定電位透明電極の穴部
　９　定電位透明電極
　１０　液晶層
　１１　シール
　１２　色層
　１３　基板
　１４、１５　偏光板
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